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(54) 반도체 메모리 장치 및 이 장치의 리플레시 동작 시 추가기능 수행 방법

(57) 요 약

본 발명은 반도체 메모리 장치 및 이 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법을 공개한다. 복수개의 워드

라인과 복수개의 비트 라인 사이에 연결된 복수개의 메모리 셀을 구비하는 메모리 셀 어레이, 외부로부터 명령을

인가받아 디코딩하여 액티브 신호, 리드, 라이트 신호, 리플레시 신호 및 모드 설정 신호를 출력하는 명령 디코

더, 모드 설정 신호에 응답하여 리플레시 동작과 함께 추가 기능을 수행하도록 설정된 모드 설정 코드를 외부로

부터 인가받아 추가 기능 제어 신호를 활성화하는 모드 레지스터, 리플레시 신호에 응답하여 메모리 셀 어레이의

메모리 셀을 리플레시하기 위한 내부 로우 어드레스를 생성하여 출력하는 리플레시 회로부, 모드 레지스터로부터

추가 기능 제어 신호를 인가받고 리플레시 신호에 응답하여 외부로부터 인가되는 제어 코드가 리플레시 동작과

함께 추가 기능 동작을 지시하는 경우에 제어 신호를 출력하는 추가 기능 제어부, 및 제어 신호에 응답하여 리플

레시 동작 시에 지정된 소정의 추가 기능을 수행하는 추가 기능 동작부를 구비하는 것을 특징으로 한다. 따라서

반도체 메모리 장치가 리플레시 동작 시에 추가 기능을 동시에 수행 할 수 있으므로 반도체 메모리 장치의 효율

성을 극대화한다.

대표도 - 도4
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특허청구의 범위

청구항 1 

복수개의 워드 라인과 복수개의 비트 라인 사이에 연결된 복수개의 메모리 셀을 구비하는 메모리 셀 어레이;

외부로부터 명령을 인가받아 디코딩하여 액티브 신호, 리드 신호, 라이트 신호, 리플레시 신호 및 모드 설정 신

호를 출력하는 명령 디코더;

상기 모드 설정 신호에 응답하여 리플레시 동작과 함께 추가 기능을 수행하도록 설정된 모드 설정 코드를 외부

로부터 인가받아 추가 기능 제어 신호를 활성화하는 모드 레지스터;

상기 리플레시 신호에 응답하여 상기 메모리 셀 어레이의 메모리 셀을 리플레시하기 위한 내부 로우 어드레스를

생성하여 출력하는 리플레시 회로부;

상기 모드 레지스터로부터 추가 기능 제어 신호를 인가받고 상기 리플레시 신호에 응답하여 외부로부터 인가되

는 제어 코드가 리플레시 동작과 함께 추가 기능 동작을 지시하는 경우에 제어 신호를 출력하는 추가 기능 제어

부; 및

상기 제어 신호에 응답하여 리플레시 동작 시에 지정된 소정의 추가 기능을 수행하는 추가 기능 동작부를 구비

하는 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치.

청구항 2 

제1 항에 있어서, 상기 리플레시 신호는

오토 리플레시 신호인 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치.

청구항 3 

제1 항에 있어서, 상기 반도체 메모리 장치는

상기 액태브 신호와 리드, 라이트 신호에 응답하여 외부로부터 인가되는 어드레스를 로우 어드레스와 컬럼 어드

레스로 구분하여 각각 출력하는 어드레스 레지스터;

상기 액티브 신호에 응답하여 상기 로우 어드레스를 인가받고, 상기 리플레시 신호에 응답하여 상기 내부 로우

어드레스를 인가받아 디코딩하여 상기 메모리 셀 어레이의 워드 라인을 선택하는 로우 디코더;

상기 컬럼 어드레스를 인가받아 상기 메모리 셀 어레이의 비트 라인을 선택하는 컬럼 디코더; 및

상기 리드 신호에 응답하여 메모리 셀 어레이에서 출력되는 데이터를 외부로 출력하고, 상기 라이트 신호에 응

답하여 외부에서 인가되는 데이터를 상기 메모리 셀 어레이로 출력하는 데이터 입출력부를 추가로 더 구비하는

것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치.

청구항 4 

제3 항에 있어서, 상기 추가 기능 동작부는

상기 제어 신호에 응답하여 온도를 감지하는 온도 센서; 및

상기 온도 센서에서 감지한 온도를 온도 데이터로 변환하여 상기 데이터 입출력부로 출력하는 A/D 컨버터를 구

비하는 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치.

청구항 5 

제4 항에 있어서, 상기 데이터 입출력부는

상기 리플레시 신호에 응답하여 상기 온도 데이터를 외부로 출력하는 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치.

청구항 6 

제3 항에 있어서, 상기 추가 기능 동작부는

상기 제어 신호에 응답하여 임피던스가 조절되고, 리드 동작 시에 상기 데이터 입출력부로부터 데이터를 인가받
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아 외부로 출력하고, 라이트 동작 시에 외부로부터 상기 데이터 입출력부로 데이터를 전송하는 드라이버 회로인

것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치.

청구항 7 

제6 항에 있어서, 상기 드라이버 회로는

외부 기준 저항기에 연결되고 상기 제어 신호에 응답하여 상기 외부 기준 저항기의 임피던스에 따라 가변되는

임피던스 제어 코드들을 발생하는 임피던스 제어 회로;

상기 임피던스 제어 코드에 응답하여 임피던스가 가변되고 라이트 동작 시에 상기 라이트 신호에 응답하여 외부

에서 인가되는 데이터가 반사되지 않도록 하는 종결회로; 및

상기 임피던스 제어 코드에 응답하여 임피던스가 가변되고 리드 동작 시에 상기 리드 신호에 응답하여 외부로

출력되는 데이터를 구동하는 출력 구동 회로를 구비하는 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치.

청구항 8 

제7 항에 있어서, 상기 임피던스 제어 회로는

상기 외부 기준 저항기에 연결되어 상기 외부 기준 저항기의 임피던스에 따라 가변되는 가변 임피던스 코드들을

발생하는 가변 임피던스 코드 발생기;

미리 정해진 고정 임피던스 코드들을 발생하는 고정 임피던스 코드 발생기; 및

상기 제어 신호에 응답하여 상기 가변 임피던스 코드 또는 상기 고정 임피던스 코드 중 하나를 선택하여 상기

임피던스 제어 코드를 출력하는 선택 회로를 구비하는 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치.

청구항 9 

제7 항에 있어서, 상기 출력 구동 회로는

상기 임피던스 제어 코드와 상기 메모리 셀 어레이에서 인가되는 데이터에 응답하여 풀업 및 풀다운 제어 신호

를 출력하는 구동 제어 회로; 및

상기 풀업 및 풀다운 제어 신호에 응답하여 임피던스가 가변되고 상기 리드 신호에 응답하여 데이터를 외부로

출력하는 오프-칩 구동 회로를 구비하는 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치.

청구항 10 

제1 항에 있어서, 상기 추가 기능 제어부는

외부에서 인가되는 상기 제어 코드에 따라 서로 다른 상기 제어 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 반도체 메

모리 장치.

청구항 11 

제10 항에 있어서, 상기 추가 기능 동작부는

복수개의 추가 기능을 구비하여 상기 서로 다른 제어 신호에 응답하여 해당 추가 기능을 수행하는 것을 특징으

로 하는 반도체 메모리 장치.

청구항 12 

메모리 셀 어레이와 추가 기능 제어부와 추가 기능 동작부를 구비한 반도체 메모리 장치에서,

모드 설정 동작 시에 외부로부터 인가되는 모드 설정 코드를 인가받아 추가 기능 제어 신호를 활성화하는 추가

기능 제어 신호 설정 단계;

상기 추가 기능 제어 신호가 활성화 되어있으면 리플레시 신호에 응답하여 지정된 소정의 추가 기능을 수행하도

록 상기 추가 기능 제어부에서 제어 신호를 출력하는 제어 신호 출력 단계; 및

상기 제어 신호에 응답하여 지정된 소정의 추가 기능을 수행하는 추가 기능 수행 단계를 구비하는 것을 특징으
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로 하는 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법.

청구항 13 

제12 항에 있어서, 상기 리플레시 신호는

오토 리플레시 신호인 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법.

청구항 14 

제12 항에 있어서, 상기 추가 기능 제어 신호 설정 단계는

상기 반도체 메모리 장치에 전원이 인가되면 외부로부터 모드 설정 코드를 인가받는 모드 설정 단계;

상기 모드 설정 코드에 리플레시 동작 시에 추가 기능을 수행하도록 설정되어 있는지 판별하는 모드 설정 코드

판별 단계; 및

상기 모드 설정 코드에 응답하여 상기 추가 기능 제어 신호를 활성화하는 추가 기능 제어 신호 활성화 단계를

구비하는 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법.

청구항 15 

제12 항에 있어서, 상기 제어 신호 출력 단계는

상기 리플레시 신호가 인가되면 상기 리플레시 신호와 함께 외부에서 인가되는 제어 코드가 추가 기능을 수행하

도록 지정되어 있는지 판별하는 제어 코드 판별 단계;

상기 제어 코드에 응답하여 상기 제어 신호를 생성하여 출력하는 제어 신호 생성 단계를 구비하는 것을 특징으

로 하는 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법.

청구항 16 

제12 항에 있어서, 상기 추가 기능 수행 단계는

상기 제어 신호에 응답하여 상기 반도체 메모리 장치의 온도를 감지하는 온도 감지 단계; 및

상기 감지된 온도를 온도 데이터로 변환하여 외부로 출력하는 온도 데이터 변환 단계를 구비하는 것을 특징으로

하는 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법.

청구항 17 

제12 항에 있어서, 상기 추가 기능 수행 단계는

상기 제어 신호에 응답하여 상기 반도체 메모리 장치의 입출력 데이터 구동 능력을 조절하는 임피던스 조절 단

계인 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법.

청구항 18 

제17 항에 있어서, 상기 임피던스 조절 단계는

상기 제어 신호에 응답하여 외부 기준 저항기의 임피던스에 따라 가변되는 임피던스 제어 코드들을 발생하는 임

피던스 제어 코드 발생 단계;

상기 임피던스 제어 코드에 응답하여 외부에서 인가되는 데이터가 반사되지 않도록 하는 종결 회로의 임피던스

를 조절하는 종결 회로 임피던스 조절 단계; 및

상기 임피던스 제어 코드에 응답하여 외부로 출력되는 데이터를 구동하는 출력 구동 회로의 임피던스를 조절하

는 출력 구동 회로 임피던스 조절 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작 시

추가 기능 수행 방법.

청구항 19 

제18 항에 있어서, 상기 임피던스 제어 코드 발생 단계는
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상기 외부 기준 저항기의 임피던스에 따라 가변되는 가변 임피던스 코드들을 발생하는 가변 임피던스 코드 발생

단계;

미리 정해진 고정 임피던스 코드들을 발생하는 고정 임피던스 코드 발생 단계; 및

상기 제어 신호에 응답하여 상기 가변 임피던스 코드 또는 상기 고정 임피던스 코드 중 하나를 선택하여 상기

임피던스 제어 코드를 출력하는 임피던스 제어 코드 선택 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 반도체 메모리

장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법.

청구항 20 

제18 항에 있어서, 상기 출력 구동 회로 임피던스 조절 단계는

상기 임피던스 제어 코드와 상기 메모리 셀 어레이에서 인가되는 데이터에 응답하여 풀업 및 풀다운 제어 신호

를 출력하는 구동 제어 신호 발생 단계; 및

상기 풀업 및 풀다운 제어 신호에 응답하여 데이터를 외부로 출력하는 오프-칩 구동 회로의 임피던스를 조절하

는 구동 회로 임피던스 조절 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작 시 추가

기능 수행 방법.

청구항 21 

제12 항에 있어서, 상기 제어 신호 출력 단계는

외부에서 인가되는 제어 코드에 따라 서로 다른 상기 제어 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 반도체 메모리

장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법.

청구항 22 

제21 항에 있어서, 상기 추가 기능 수행 단계는

상기 서로 다른 제어 신호에 응답하여 복수개의 추가 기능 중에서 해당 추가 기능을 수행하는 것을 특징으로 하

는 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 메모리 장치 및 이 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법에 관한 것으로서, 특히 리<7>

플레시 동작 시에 추가적인 기능을 함께 수행하는 동적 반도체 메모리 장치 및 이 장치의 리플레시 동작 시 추

가 기능 수행 방법에 관한 것이다.

반도체 메모리 장치, 특히 DRAM(Dynamic Random Access Memory)은 각 메모리 셀의 데이터를 유지하기 위하여<8>

반드시 일정한 주기마다 메모리 셀을 리플레시 시켜주어야 한다.

반도메 메모리 장치의 리플레시에는 오토 리플레시(Auto refresh)와 셀프 리플레시(Self refresh)가 있다. 오토<9>

리플레시는 반도체 메모리 장치가 정상 동작 중에 외부의 제어 장치가 리플레시 신호를 인가하면 리플레시 동작

을 하며, 오토 리플레시 동작이 개시될 때마다 메모리 셀 어레이의 한 행을 리플레시한다. 반도체 메모리 장치

내부의 카운터는 연속적인 오토 리플레시 동작을 위해 로우 어드레스를 증가하고, 어레이의 끝에 도달하면 다시

첫 번째 행으로 되돌아간다.

셀프 리플레시는 지정된 소정 시간 이상 반도체 메모리 장치가 동작하지 않으면 내부에서 주기적으로 리플레시<10>

신호를 생성하여 리플레시 동작을 한다.

도1 은 종래의 반도체 메모리 장치의 일예를 나타내는 블록도이다.<11>

어드레스 레지스터(11)는 반도체 메모리 장치가 리드 또는 라이트 동작 시에 액티브 신호(ACT)와 리드, 라이트<12>
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신호(RD, WR)에 응답하여 외부에서 어드레스(ADD)를 인가받아 어드레스(ADD)를 로우 어드레스(RA) 및 컬럼 어드

레스(CA)로 구분하여 각각 로우 디코더(12) 및 컬럼 디코더(13)로 출력한다. 오토 리플레시 동작 시에는 리플레

시 회로부(20)에서 내부 로우 어드레스(IRA)를 생성하여 리플레시 동작을 하므로 어드레스(ADD)를 로우 디코더

(12)나 컬럼 디코더(13)로 인가하지 않는다.

로우 디코더(12)는 액티브 동작 시에 액티스 신호(ACT)에 응답하여 어드레스 레지스터(11)로부터 로우 어드레스<13>

(RA)를 인가받아 디코딩하여 메모리 셀 어레이(14)의 특정 행을 지정한다. 그리고 오토 리플레시 동작 시에 오

토 리플레시 신호(ARF)에 응답하여 리플레시 회로부(20)로부터 내부 로우 어드레스(IRA)를 인가받아 메모리 셀

어레이(14)의 한 행을 리플레시 할 수 있도록 지정한다.

컬럼 디코더(13)는 어드레스 레지스터(11)로부터 컬럼 어드레스(CA)를 인가받아 디코딩하여 메모리 셀 어레이<14>

(14)의 특정 열을 지정한다. 그러나 리플레시 동작은 행 단위로 수행되므로, 리플레시 동작 시에 컬럼 디코더

(13)는 동작하지 않는다.

메모리 셀 어레이(14)는 행방향의 복수개의 워드 라인(Word line)과 열방향의 복수개의 비트 라인, 그리고 워드<15>

라인과 비트 라인(Bit line)이 교차하는 지점에 각각 메모리 셀을 구비하고, 데이터를 감지, 증폭할 수 있는 복

수개의 센스 앰프를 추가로 구비한다.

메모리 셀 어레이(14)는 로우 디코더(12)에 의해 선택된 워드 라인 상의 메모리 셀이 선택되고, 컬럼 디코더<16>

(13)에 의해 선택된 센스 앰프가 명령 디코더(17)에서 데이터 입출력부(15)로 인가되는 리드, 라이트 신호(RD,

WR)에 응답하여 선택된 워드 라인의 메모리 셀 중에서 특정 메모리 셀의 데이터(DQ)를 외부로 증폭하여 출력하

거나, 외부에서 입력되는 데이터(DQ)를 선택된 메모리 셀에 저장한다. 또한 메모리 셀 어레이(14)는 리플레시

동작 시에 로우 디코더(12)에 의하여 선택된 워드 라인의 메모리 셀에 저장된 데이터를 센스 앰프가 증폭하여

다시 저장하도록 함으로서 리플레시 동작을 수행한다.

데이터 입출력부(15)는 명령 디코더(17)에서 인가되는 리드, 라이트 신호(RD, WR)에 따라 메모리 셀 어레이(1<17>

4)에서 로우 디코더(13)와 컬럼 디코더(14)에 의해 지정된 메모리 셀에 데이터(DQ)를 외부로 출력 하거나, 외부

에서 인가되는 데이터(DQ)를 지정된 메모리 셀에 저장한다.

모드 레지스터(16)는 반도체 메모리 장치에 전원이 인가되면, 명령 디코더(17)로부터 모드 설정 신호(MRS)를 인<18>

가받는다. 모드 레지스터(16)는 모드 설정 신호(MRS)에 응답하여 외부로부터 어드레스(ADD) 형식으로 인가되는

모드 설정 코드를 조합하여 반도체 메모리 장치의 기본 설정을 저장한다. 모드 설정 코드는 어드레스 레지스터

(11)로부터 인가 받을 수도 있으며, 어드레스 형식으로 인가되지 않고 데이터로서 인가될 수도 있다.

명령 디코더(17)는 외부에서 인가되는 명령(COM)을 분석하여 모드 레지스터(16)에 반도체 메모리 장치의 초기<19>

설정 신호인 모드 설정 신호(MRS)를 출력하고,  오토 리플레시 신호(ARF)를 리플레시 회로부(20)와 어드레스 레

지스터(11)로 출력한다. 그리고 데이터의 입출력을 제어하는 리드, 라이트(RD, WR)신호를 데이터 입출력부(15)

로 출력한다.

리플레시 회로(20)는 명령 디코더(17)로부터 오토 리플레시 신호(ARF)를 인가받아 메모리 셀 어레이(14)의 한<20>

행을 리플레시하기 위하여 내부 로우 어드레스(IRA)를 로우 디코더(12)로 출력한다.

도2 는 종래의 반도체 메모리 장치의 리플레시 회로를 나타내는 블록도로서 도2 를 참조로 하여 종래의 반도체<21>

메모리 장치의 리플레시 동작을 설명하면, 제어 신호 발생부(21)는 도1 의 명령 디코더(17)로부터 오토 리플레

시 신호(ARF)를 인가받아 리플레시 선택 신호(PRESH)와 액티브 명령(PRB)을 발생한다. 

셀프 리플레시 신호 발생부(30)는 셀프 리플레시 동작 시에 리플레시 선택 신호(PRESH)를 인가받아 셀프 리플레<22>

시를 수행하기 위한 셀프 리플레시 신호(SRFHP)를 주기적으로 생성하여 내부 어드레스 발생부(40)로 출력한다.

내부 어드레스 발생부(40)는 리플레시 할 메모리 셀 어레이(14)의 워드 라인(WL)에 대한 리플레시 어드레스<23>

(CNTi)를 생성한다.

리플레시 발생기(41)는 셀프 리플레시 동작 시에는 리플레시 선택 신호(PRESH)와 셀프 리플레시 신호(SRFHP)를<24>

인가받고, 오토 리플레시 동작 시에는 리플레시 선택 신호(PRESH)를 인가받아 리플레시 신호(PRFH)를 발생한다.

리플레시 펄스 발생기(44)는 리플레시 신호(PRFH)에 응답하여 리플레시 펄스(PRCNTP)를 발생한다. 리플레시 펄<25>

스 카운터(45)는 리플레시 펄스(PRCNTP)를 카운팅하여 리플레시 어드레스(CNTi)를 생성한다. 카운터 래치(46)는

리플레시 어드레스(CNTi)를 래치하고, 리플레시 펄스(PRCNTP)에 응답하여 출력한다.

- 7 -

등록특허 10-0810612



리플레시 모드 발생기(42)는 리플레시 신호(PRFH)에 응답하여 리플레시 모드 신호(SRSP)를 출력하고, 액티브 발<26>

생기(43)는 액티브 명령(PRB)과 리플레시 모드 신호(SRSP)에 응답하여 액티브 신호(PRD)를 출력한다.

내부 어드레스 선택기(47)는 액티브 신호(PRD)에 응답하여 리플레시 어드레스(CNTi)를 내부 로우 어드레스(IR<27>

A)로 로우 디코더(12)로 출력한다.

로우 디코더(12)는 오토 리플레시 신호(ARF)에 응답하여 내부 어드레스 발생부(40)로부터 내부 로우 어드레스<28>

(IRA)를 인가받아 메모리 셀 어레이(14)의 해당 워드 라인(WL)을 활성화한다.

도2 에 나타난 바와 같이 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작은 메모리 셀 어레이(14)의 메모리 셀(MC)에 저장<29>

된 데이터를 갱신하기 위한 동작이므로, 도1 에서 데이터를 리드 또는 라이트 하기 위한 데이터 입출력부(15)는

이용되지 않는다. 즉 반도체 메모리 장치가 리플레시 동작을 하는 동안 데이터 입출력부(15)를 포함한 일부 장

치들은 사용되지 않는다.

그리고 반도체 메모리 장치의 동작 속도가 더욱더 고속화 되어감에 따라 종래의 반도체 메모리 장치에는 없었던<30>

기능이 점점 추가되고 있다. 일예로서 온도 감지 기능이 있다. 일반적으로 반도체 장치는 동작 속도가 빨라지게

되면 그에 비례하여 온도가 높아진다. 온도가 높아지면 반도체 장치는 오동작을 하거나 최악의 경우에는 반도체

장치를 사용할 수 없게 된다. 온도 감지 기능은 반도체 메모리 장치의 내부에 온도 감지 센서를 구비하여 주기

적으로 온도를 확인하고 외부의 제어 장치로 현재의 온도를 알린다. 외부의 제어 장치는 반도체 메모리 장치의

온도를 확인하여 온도가 너무 높으면 반도체 메모리 장치의 동작을 일시 중지하거나 느리게 동작하도록 제어 명

령을 출력하여 반도체 메모리 장치의 신뢰성을 높인다.

반도체 메모리 장치의 추가되는 기능의 다른 예로서 한국 공개특허 10-2005-0019453호(이하 인용 발명이라 함)<31>

에 기재된 데이터 입출력 임피던스를 제어하는 드라이버 회로가 있다. 인용 발명에 의하면 하나의 외부 기준 저

항기 및 하나의 임피던스 코드 발생기를 이용하여 드라이버 회로의 임피던스를 조절한다.

그러나 상기한 반도체 메모리 장치의 추가 기능은 도1 에 도시된 반도체 메모리 장치의 블록도에서 주로 데이터<32>

입출력부(15)를 이용한다.

즉 종래의 반도체 메모리 장치에서 리플레시 동작 시에는 데이터 입출력부(15)가 사용되지 않으며, 특정한 추가<33>

기능에서는 데이터 입출력부(15)만이 주로 이용된다. 그러나 종래의 반도체 메모리 장치에서는 리플레시 동작과

추가 기능이 별도의 명령으로 동작하기 때문에 시간적인 손실이 있었다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 리플레시 동작과 추가 기능을 동시에 수행하는 반도체 메모리 장치를 제공하는데 있다.<34>

본 발명의 다른 목적은 상기 목적을 달성하기 위한 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방<35>

법을 제공하는데 있다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 반도체 메모리 장치는 복수개의 워드 라인과 복수개의 비트 라인 사이에<36>

연결된 복수개의 메모리 셀을 구비하는 메모리 셀  어레이, 외부로부터 명령을 인가받아 디코딩하여 액티브

신호, 리드, 라이트 신호, 리플레시 신호 및 모드 설정 신호를 출력하는 명령 디코더, 모드 설정 신호에 응답하

여 리플레시 동작과 함께 추가 기능을 수행하도록 설정된 모드 설정 코드를 외부로부터 인가받아 추가 기능 제

어 신호를 활성화하는 모드 레지스터, 리플레시 신호에 응답하여 메모리 셀 어레이의 메모리 셀을 리플레시하기

위한 내부 로우 어드레스를 생성하여 출력하는 리플레시 회로부, 모드 레지스터로부터 추가 기능 제어 신호를

인가받고 리플레시 신호에 응답하여 외부로부터 인가되는 제어 코드가 리플레시 동작과 함께 추가 기능 동작을

지시하는 경우에 제어 신호를 출력하는 추가 기능 제어부, 및 제어 신호에 응답하여 리플레시 동작 시에 지정된

소정의 추가 기능을 수행하는 추가 기능 동작부를 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 반도체 메모리 장치는 액태브 신호와 리드, 라이트 신호에 응답하여 어드<37>

레스를 로우 어드레스와 컬럼 어드레스로 구분하여 각각 출력하는 어드레스 레지스터, 액티브 신호에 응답하여

로우 어드레스를 인가받고, 리플레시 신호에 응답하여 내부 로우 어드레스를 인가받아 디코딩하여 메모리 셀 어

레이의 워드 라인을 선택하는 로우 디코더, 컬럼 어드레스를 인가받아 메모리 셀 어레이의 비트 라인을 선택하

는 컬럼 디코더, 및 리드 신호에 응답하여 메모리 셀 어레이에서 출력되는 데이터를 외부로 출력하고, 라이트

신호에 응답하여 외부에서 인가되는 데이터를 메모리 셀 어레이로 출력하는 데이터 입출력부를 추가로 더 구비

하는 것을 특징으로 한다.

- 8 -

등록특허 10-0810612



상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 추가 기능 동작부는 제어 신호에 응답하여 온도를 감지하는 온도 센서,<38>

및 온도 센서에서 감지한 온도를 온도 데이터로 변환하여 데이터 입출력부로 출력하는 A/D 컨버터를 구비하는

것을 특징으로 한다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 추가 기능 동작부는 제어 신호에 응답하여 임피던스가 조절되고, 리드 동<39>

작 시에 데이터 입출력부로부터 데이터를 인가받아 외부로 출력하고, 라이트 동작 시에 외부부터 데이터 입출력

부로 데이터를 전송하는 드라이버 회로인 것을 특징으로 한다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 드라이버 회로는 외부 기준 저항기에 연결되고 제어 신호에 응답하여 외<40>

부 기준 저항기의 임피던스에 따라 가변되는 임피던스 제어 코드들을 발생하는 임피던스 제어 회로, 임피던스

제어 코드에 응답하여 임피던스가 가변되고 라이트 동작 시에 라이트 신호에 응답하여 외부에서 인가되는 데이

터가 반사되지 않도록 하는 종결회로, 및 임피던스 제어 코드에 응답하여 임피던스가 가변되고 리드 동작 시에

리드 신호에 응답하여 외부로 출력되는 데이터를 구동하는 출력 구동 회로를 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 추가 기능 제어부는 외부에서 인가되는 어드레스에 따라 서로 다른 제어<41>

신호를 출력하는 것을 특징으로 한다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 추가 기능 동작부는 복수개의 추가 기능을 구비하여 서로 다른 제어 신호<42>

에 응답하여 해당 추가 기능을 수행하는 것을 특징으로 한다.

상기 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법은 메<43>

모리 셀 어레이와 추가 기능 제어부와 추가 기능 동작부를 구비한 반도체 메모리 장치에서, 모드 설정 동작 시

에 외부로부터 인가되는 모드 설정 코드를 인가받아 추가 기능 제어 신호를 활성화하는 추가 기능 제어 신호 설

정 단계, 추가 기능 제어 신호가 활성화 되어있으면 리플레시 신호에 응답하여 지정된 소정의 추가 기능을 수행

하도록 추가 기능 제어부에서 제어 신호를 출력하는 제어 신호 출력 단계, 및 제어 신호에 응답하여 지정된 소

정의 추가 기능을 수행하는 추가 기능 수행 단계를 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 추가 기능 수행 단계는 제어 신호에 응답하여 반도체 메모리 장치의<44>

온도를 감지하는 온도 감지 단계, 및 감지된 온도를 온도 데이터로 변환하여 외부로 출력하는 온도 데이터 변환

단계를 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 추가 기능 수행 단계는 제어 신호에 응답하여 반도체 메모리 장치의<45>

입출력 데이터 구동 능력을 조절하는 임피던스 조절 단계인 것을 특징으로 한다.

상기 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 임피던스 조절 단계는 제어 신호에 응답하여 외부 기준 저항기의 임<46>

피던스에 따라 가변되는 임피던스 제어 코드들을 발생하는 임피던스 제어 코드 발생 단계, 임피던스 제어 코드

에 응답하여 외부에서 인가되는 데이터가 반사되지 않도록 하는 종결 회로의 임피던스를 조절하는 종결 회로 임

피던스 조절 단계, 및 임피던스 제어 코드에 응답하여 외부로 출력되는 데이터를 구동하는 출력 구동 회로의 임

피던스를 조절하는 출력 구동 회로 임피던스 조절 단계를 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제어 신호 출력 단계는 외부에서 인가되는 제어 코드에 따라 서로<47>

다른 제어 신호를 출력하는 것을 특징으로 한다.

상기 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 추가 기능 수행 단계는 서로 다른 제어 신호에 응답하여 복수개의<48>

추가 기능 중에서 해당 추가 기능을 수행하는 것을 특징으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 리플레시 동작과 추가 기능을 동시에 수행하는 반도체 메모리 장치<49>

및 이 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법을 설명하면 다음과 같다.

반도체 메모리 장치는 전원이 인가되면 명령 디코더에서 모드 설정 신호(MRS)를 출력하고, 외부의 제어 장치(일<50>

반적으로는 CPU)는  반도체  메모리  장치의  동작  모드  즉,  대기  시간(CAS  Latency)이나  버스트  길이(Burst

Lenght)등의 초기 설정을 모드 레지스터(Mode Register)에 저장하게 된다. 모드 레지스터에는 반도체 메모리 장

치의 모드를 나타내는 일련의 코드들이 저장되며, 이러한 코드들을 모드 설정 코드(Mode Register Set Code)라

고하며, 데이터 라인 등을 통하여 모드 설정 코드가 인가되는 경우도 있으나 일반적으로는 어드레스 라인을 이

용하여 모드 설정 코드들이 인가된다. 생성된 모드 설정 코드들은 국제전기전자표준협회(Joint Electron Device

Engineering Council : JEDEC)에 의하여 표준화된 모드 설정 코드로서 상응하는 각각의 반도체 메모리 장치의
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동작 모드가 결정되어 있다. 모드 설정 코드는 표준화된 모드 설정 코드 이외에 테스트 또는 다른 특별한 용도

로 사용할 수 있도록 지정되지 않은 부분이 있다. 본 발명에서는 지정되지 않은 모드 설정 코드를 이용하여 리

플레시 동작 시에 추가적인 기능을 동시에 수행하도록 모드 설정 코드를 설정하도록 한다. 모드 설정 코드를 이

용하는 방법으로는 모드 설정 코드의 사용되지 않는 한 비트(bit)를 이용하여 리플레시 동작과 추가 기능을 동

시에 수행하도록 설정 할 수도 있으며, 사용되지 않는 모드 설정 코드의 조합을 이용하여 리플레시 동작과 추가

기능을 동시에 수행하도록 설정 할 수도 있다.

도3 은 본 발명에 따른 리플레시 동작과 추가 기능을 동시에 수행하는 반도체 메모리 장치를 설명하기 위한 개<51>

념을 나타내는 순서도이다. 도3 에서는 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작에 대한 순서도만을 나타내며 이외

의 다른 기능은 종래의 반도체 메모리 장치와 동일하므로 생략하였다.

도3 을 참조로 하여 본 발명의 반도체 메모리 장치의 동작을 설명하면 반도체 메모리 장치에 전원이 인가되면<52>

(S11), 명령 디코더는 반도체 메모리 장치의 모드를 설정하기 위하여 모드 설정 신호(MRS)를 모드 레지스터로

출력한다.(S12). 반도체 메모리 장치는 외부의 제어 장치로부터 모드 설정 코드를 모드 레지스터로 인가받는다

(S13). 모드 레지스터에 저장되는 모드 설정 코드를 분석하여 모드 설정 코드에 리플레시와 동시에 추가 기능을

수행하도록 설정이 되어있는지를 판별한다(S14). 여기서 리플레시와 추가 기능이 동시에 수행하도록 모드 설정

코드가 설정되어 있지 않은 경우에 리플레시 신호가 인가되면(S15), 종래의 반도체 메모리 장치와 동일하게 리

플레시 동작을 수행한다(S16). 그러나 모드 설정 코드에 리플레시와 추가 기능이 동시에 수행하도록 설정이 되

어있으면 추가 기능 제어 신호를 설정하여 활성화한다(S17). 리플레시 신호가 인가되면(S18), 리플레시 신호와

함께 인가되는 제어 코드에 추가 기능 수행에 대한 명령이 포함되었는지 판별한다(S19). 추가 기능 명령이 포함

되어 있지 않으면 리플레시 동작만을 수행하고(S15), 추가 기능 명령이 포함되어 있으면 리플레시 동작과 동시

에 지정된 추가 기능을 수행한다(S20).

추가 기능 수행에 대한 명령 포함 여부는 리플레시 신호와 함께 인가되는 제어 코드로서 판별한다. 오토 리플레<53>

시 또는 셀프 리플레시와 같은 리플레시 동작 시에 반도체 메모리 장치는 일반적으로 내부에서 어드레스를 생성

하여 리플레시 동작을 수행하기 때문에 외부에서 인가되는 어드레스와는 무관(don't care)하게 동작한다. 따라

서 본원 발명에서는 모드 설정 코드로 리플레시 동작 시에 추가적인 기능을 수행하도록 설정하고, 이에 따라 리

플레시 동작과 함께 추가 기능을 수행하도록 하는 제어 코드를 어드레스로 인가받도록 한다. 그러나 제어 코드

가 반드시 어드레스로 인가받아야 하는 것은 아니다. 리플레시 동작 명령과 함께 해당 제어 코드가 외부의 제어

장치로부터 인가되면 리플레시 동작과 함께 지정된 추가 기능을 수행할 수 있다.

도3 에서는 추가 기능의 종류를 한가지로만 가정하여 설명하였으나 복수개의 추가 기능을 구비하고, 각각 다른<54>

어드레스로 지정할 수 있도록 하면 리플레시 동작 시마다 서로 다른 추가 기능을 수행하도록 할 수도 있다.

그리고 오토 리플레시 동작 중에 추가적인 기능을 하도록 하는 것이 더욱 유용하다. 그 이유는 셀프 리플레시는<55>

일반적으로 외부의 제어 장치에서 반도체 메모리 장치로 명령이 인가되지 않는 상태이기 때문에 반도체 메모리

장치에서 추가 기능에 의한 데이터가 출력되어도 외부의 제어 장치가 응답하지 않기 때문이다. 따라서 본 발명

에서 리플레시 동작은 오토 리플레시를 기준으로 설명한다. 그러나 추가기능의 내용에 따라서는 셀프 리플레시

동작 시에 추가 기능을 사용할 수도 있음은 자명하다.

도4 는 본 발명에 따른 반도체 메모리 장치의 일예로서 리플레시 동작 시에 반도체 메모리 장치의 온도를 외부<56>

의 제어 장치로 출력하는 반도체 메모리 장치를 나타내는 블록도이다.

어드레스 레지스터(111)는 리드 또는 라이트의 액티브 동작 시에 명령 디코더(117)로부터 인가받는 액티브 신호<57>

(ACT)와 리드, 라이트 신호(RD, WR)에 응답하여 외부에서 어드레스(ADD)를 인가받아 로우 어드레스(RA)와 컬럼

어드레스(CA)로 구분하여 각각 로우 디코더(112)와 컬럼 디코더(113)로 출력한다. 그리고 오토 리플레시 동작

시에는  명령  디코더(117)로부터 오토  리플레시 신호(ARF)를  인가받아 추가  기능  제어부(130)로  제어  코드

(C_CODE)를 인가한다. 도4 에서 어드레스 레지스터(111)가 추가 기능 제어부(130)로 제어 코드(C_CODE)로서 어

드레스(ADD)를 인가하는 것으로 도시되어 있지만 제어 코드(C_CODE)는 어드레스(ADD)가 아닌 다른 신호가 이용

될 수도 있다. 그리고 어드레스(ADD)를 제어 코드(C_CODE)로 이용하는 경우에도 추가 기능의 종류와 기능에 따

라 한 비트에서 복수개의 비트를 선택적으로 인가하도록 할 수도 있다.

로우 디코더(112)는 액티브 동작 시에 액티브 신호(ACT)에 응답하여 어드레스 레지스터(111)로부터 로우 어드레<58>

스(RA)를 인가받아 디코딩하여 메모리 셀 어레이(114)의 특정 행을 지정한다. 그리고 리플레시 동작 시에는 오

토 리플레시 신호(ARF)에 응답하여 리플레시 회로부(120)에서 생성되어 출력되는 내부 로우 어드레스(120)를 인
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가받아 메모리 셀 어레이(140)의 특정 행을 지정한다.

컬럼 디코더(113)는 액티브 동작 시에 어드레스 레지스터(111)로부터 컬럼 어드레스(CA)를 인가받아 디코딩하여<59>

메모리 셀 어레이(114)의 특정 열을 지정한다. 리플레시 동작 시에 반도체 메모리 장치는 메모리 셀 어레이

(120)의 행 단위로 리플레시 동작을 하므로 컬럼 디코더(113)는 리플레시 동작 시에는 별도의 동작을 수행하지

않는다.

메모리 셀 어레이(114)는 행 방향으로 복수개의 워드 라인과 열 방향으로 복수개의 비트 라인을 구비하고, 워드<60>

라인과 비트 라인 사이에 각각 메모리 셀을 구비한다. 또한 각각의 메모리 셀에 저장된 데이터를 감지 증폭할

수 있는 복수개의 센스 앰프를 추가로 구비한다. 리드 동작 시에 메모리 셀 어레이(114)는 로우 디코더(112)에

의해 워드 라인이 선택되고, 선택된 워드 라인상의 메모리 셀들의 데이터가 센스 앰프로 인가되어 증폭된다. 그

리고 컬럼 디코더(113)에 의해 특정 센스 앰프가 선택이 되면, 선택된 센스 앰프로부터 증폭된 데이터(DQ)가 데

이터 입출력부(115)로 출력된다. 라이트 동작 시에는 외부로부터 인가되는 데이터(DQ)가 컬럼 디코더(113)에 의

해 선택된 센스 앰프로 인가되고, 로우 디코더(112)에 의해 선택된 워드 라인상의 메모리 셀에 저장된다. 또한

메모리 셀 어레이(114)는 리플레시 동작 시에 로우 디코더(112)에 의하여 선택된 워드 라인의 메모리 셀에 저장

된 데이터를 센스 앰프가 증폭하여 다시 저장하도록 함으로서 리플레시 동작을 수행한다.

명령 디코더(117)는 외부의 제어 장치로부터 인가되는 명령(COM)을 분석하여 액티브 신호(ACT), 리드, 라이트<61>

신호(RD, WR), 오토 리플레시 신호(ARF) 및 모드 설정 신호(MRS)를 출력한다. 반도체 메모리 장치에 전원이 인

가되면 모드 설정 신호(MRS)를 모드 레지스터(116)로 출력하여 모드 레지스터(116)가 외부로부터 모드 설정 코

드를 인가받도록 하며, 액티브 동작 시에는 리드 또는 라이트 동작에 따라 어드레스 레지스터(111)에 액티브 신

호(ACT)를  인가하고,  리드,  라이트  신호(RD,  WR)를  어드레스  레지스터(111)와  데이터  입출력부(115)로

인가한다. 또한 오토 리플레시 동작 시에는 어드레스 레지스터(111)와 리플레시 회로부(120), 추가 기능 제어부

(130) 및 데이터 입출력부(115)로 오토 리플레시 신호(ARF)를 인가하여 리플레시 동작과 함께 추가 기능을 수행

하도록 한다.

모드 레지스터(116)는 명령 디코더(117)로부터 인가되는 모드 설정 신호(MRS)에 응답하여 외부의 제어 장치로부<62>

터 어드레스(ADD)의 형식으로 인가되는 모드 설정 코드를 인가받아 반도체 메모리 장치의 설정을 저장한다. 모

드  레지스터(116)에  저장되는  모드  설정  코드는  테스트  모드,  CAS(Column  address  strobe)  대기시간(CAS

Latency), 버스트 길이(Burst Length)등과 함께 추가 기능 동작 여부가 설정된다. 또한 모드 레지스터(116)는

모드 설정 코드가 추가 기능을 동작 하도록 설정되어있으면 추가 기능 제어 신호(ctl)를 활성화하여 추가 기능

제어부(130)로 출력한다.

리플레시 회로부(120)는 명령 디코더(117)로부터 오토 리플레시 신호(ARF)가 인가되면 오토 리플레시 동작이 개<63>

시될  때마다  메모리  셀  어레이의  한  로우를  리플레시하기  위하여  내부  로우  어드레스(IRA)를  생성하여

출력한다. 리플레시 회로부(120)의 구조는 도2 에 도시되어 있다.

추가 기능 제어부(130)는 모드 레지스터(116)로부터 추가 기능 제어 신호(c tl)를 인가받아 활성화되며, 오토<64>

리플레시 동작 시에 명령 디코더(117)로부터 오토 리플레시 신호(ARF)가 인가되면 어드레스 레지스터(111)에서

제어 코드(C_CODE)를 인가받고, 제어 코드(C_CODE)에 추가 기능을 수행하도록 설정되어 있으면 제어 신호(con)

를 출력한다.

온도 감지부(140)는 온도 감지 센서를 구비하여 추가 기능 제어부(130)로부터 제어 신호(con)가 인가되면 현재<65>

반도체 메모리 장치의 온도를 감지하여 온도 데이터(TDQ)를 데이터 입출력부(115)로 출력한다. 온도 감지 센서

는 일반적으로 아날로그로 동작하므로 데이터 입출력부(115)로 온도 데이터(TDQ)를 출력하기 위해서 A/D 컨버터

를 추가로 더 구비한다.

데이터 입출력부(115)는 액티브 동작 시에 명령 디코더(117)로부터 리드, 라이트 신호(RD, WR)에 응답하여 메모<66>

리 셀 어레이(114)로 데이터(DQ)를 입출력한다. 리드 동작 시에는 메모리 셀 어레이(114)에서 로우 디코더(11

2)와 컬럼 디코더(113)에 의하여 선택된 메모리 셀의 데이터(DQ)를 인가받아 외부로 출력한다. 그리고 라이트

동작 시에는 외부로부터 인가되는 데이터(DQ)를 로우 디코더(112)와 컬럼 디코더(113)에 의하여 선택된 메모리

셀에 저장되도록 메모리 셀 어레이(114)로 출력한다. 또한 리플레시 동작 시에는 명령 디코더(117)에서 인가되

는  오토  리플레시  신호(ARF)에  응답하여  온도  감지부(140)로부터  온도  데이터(TDQ)를  인가받아  외부로

출력한다.

도4 를 참조로 하여 본 발명의 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작과 추가 기능 동작을 설명하면 반도체 메모<67>
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리 장치에 전원이 인가되면 명령 디코더(117)는 모드 레지스터(116)로 모드 설정 신호(MRS)를 인가한다. 모드

레지스터(116)는 모드 설정 신호(MRS)에 응답하여 외부로부터 인가되는 모드 설정 코드를 저장하여 반도체 메모

리 장치의 각종 설정을 저장하게 된다. 또한 모드 레지스터(116)은 모드 설정 코드에 추가 기능 동작을 위한 설

정이 있으면 추가 기능 제어 신호(ctl)를 활성화 하여 추가 기능 제어부(130)로 출력하여 활성화한다. 그리고

외부의 제어 장치로부터 오토 리플레시 동작에 대한 명령(COM)이 인가되면 명령 디코더(117)는 명령(COM)을 분

석하여 오토 리플레시 신호(ARF)를 어드레스 레지스터(111)와 리플레시 회로부(120)와 데이터 입출력부(115) 및

추가 기능 제어부(130)로 출력한다. 어드레스 레지스터(111)는 오토 리플레시 신호(ARF)에 응답하여 외부에서

인가되는 어드레스(ADD)를 제어 코드(C_CODE)로서 추가 기능 제어부(130)로 출력한다. 리플레시 회로부(120)는

오토 리플레시 신호(ARF)에 응답하여 메모리 셀 어레이(114)에서 리플레시해야 할 워드 라인에 대한 내부 로우

어드레스(IRA)를 생성하여 로우 디코더(112)로 출력한다. 로우 디코더(112)는 내부 로우 어드레스(IRA)에 응답

하여 메모리 셀 어레이(114)의 특정 행을 지정하여 리플레시 동작을 수행한다. 그리고 추가 기능 제어부(130)는

오토 리플레시 신호(ARF)가 인가되면 어드레스 레지스터(111)로부터 제어 코드(C_CODE)를 인가받고, 인가된 제

어 코드(C_CODE)가 추가 기능 동작을 지시하고 있는지 확인한다. 추가 기능 동작을 지시하는 제어 코드(C_COD

E)는  사용자에 의하여 미리 지정되며 추가 기능 제어부(130)는 오토 리플레시 동작 시에 지정된 제어 코드

(C_CODE)가 인가되면 추가 기능을 수행하기 위한 제어 신호(con)를 출력한다. 온도 감지부(140)는 제어 신호

(con)가 인가되면 반도체 메모리 장치의 현재 온도를 감지하고, 디지털 데이터로 변환하여 온도 데이터(TDQ)를

데이터 입출력부(115)로 출력한다. 데이터 입출력부(115)는 인가된 온도 데이터(TDQ)를 외부로 출력한다.

즉 도4 의 반도체 메모리 장치는 리플레시 동작 시에 반도체 메모리 장치의 온도를 감지하여 외부로 출력 가능<68>

하도록 구성하였다. 따라서 외부의 제어 장치는 온도 데이터(TDQ)를 분석하여 현재 반도체 메모리 장치의 온도

가 적정한지를 판단하고, 온도가 너무 높은 경우에는 반도체 메모리 장치가 동작을 중지하게 하거나, 대기 명령

을 삽입하여 반도체 메모리 장치의 온도가 낮아지도록 한다.

도5 는 본 발명에 따른 반도체 메모리 장치의 다른 예로 임피던스를 제어하는 드라이버 회로를 구비한 반도체<69>

메모리 장치를 나타내는 블록도이다.

도4 에서는 오토 리플레시 동작 시에 반도체 메모리 장치의 온도를 외부로 출력하도록 구성하였으나 도5 에서는<70>

오토 리플레시 동작 시에 데이터 입출력부에 연결되는 데이터 전송 라인의 임피던스(Impedance)를 조절하도록

구성하였다.

도5 에서 어드레스 레지스터(111), 로우 디코더(112), 컬럼 디코더(113), 메모리 셀 어레이(114), 모드 레지스<71>

터(116), 명령 디코더(117) 및 리플레시 회로부(120)의 기능은 도4 와 동일하다. 드라이버 회로(150)는 데이터

(DQ)가 반도체 메모리 장치로 입력되는 경우 입력 데이터(DQi)가 임피던스의 불일치로 인하여 반사되는 것을 줄

이기 위한 종결 회로와 출력 데이터(DQo)를 외부의 장치로 출력하기 위하여 데이터(DQ)를 구동하는 오프 칩 구

동  회로(off-chip  driver  circuit)를  구비한다.  도5  의  드라이버  회로(150)는  한국  공개특허  10-2005-

0019453호에 기재되어 있다.

도6 은 도5 의 드라이버 회로(150)를 상세하게 나타낸 블록도이다.<72>

고정 임피던스 코드 발생기(155)는 오프 칩 구동 회로(152)나 종결 회로(153)가 미리 정해진 고정 임피던스를<73>

가지도록 고정 임피던스 제어 코드(UPCF, DNCF)를 출력한다. 여기서 고정 임피던스 코드 발생기(155)에서 생성

되는 고정 임피던스 제어 코드(UPCF, DNCF)는 외부의 데이터에 의해 프로그램 되도록 구성 될 수 있다.

가변 임피던스 코드 발생기(156)는 외부 기준 저항기(REXT)와 연결되고, 외부 기준 저항기(REXT)의 임피던스에<74>

응답하여 가변되는 가변 임피던스 제어 코드(UPCV, DNCV)를 출력한다.

선택 회로(154)는 도5 의 추가 기능 제어부(130)로부터 제어 신호(con)에 응답하여 고정 임피던스 코드 발생기<75>

(155)로부터 인가되는 고정 임피던스 코드(UPCF, DNCF)와 가변 임피던스 코드 발생기(156)로부터 인가되는 가변

임피던스 코드(UPCV, DNCV)중에서 하나의 임피던스 코드를 선택하여 임피던스 제어 코드(UPC, DNC)를 출력한다.

종결 회로(153)는 선택 회로(154)에서 출력되는 제어 코드(UPC)에 응답하여 임피던스가 가변된다. 종결 회로<76>

(153)의 임피던스가 조절되면 라이트 동작 시에 외부에서 인가되는 데이터(DQ)가 반사되지 않고 데이터 입출력

부(115)로 입력 데이터(DQi)로 전송되므로 신호의 충실도(signal integrity)를 높인다.

구동 제어 회로(151)는 데이터 입출력부(115)로부터 출력되는 출력 데이터(D빼)를 입력 받고, 임피던스 제어 코<77>

드들(UPC, DNC)에 응답하여 풀업 및 풀다운 제어 신호들(PUi, PDi)을 출력한다.
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오프-칩 구동 회로(152)는 풀업 및 풀다운 제어 신호들(PUi, PDi)에 응답하여 데이터(DQ)를 출력한다. 이때 오<78>

프-칩 구동회로(152)의 임피던스는 풀업 및 풀다운 제어 신호들(PUi, PDi)의 선택적인 활성화에 따라 가변되어

외부로 출력 되는 데이터(DQ)의 신호 충실도를 높인다.

일반적으로 드라이버 회로(150)는 드라이버 업데이트 명령이 인가되면 선택 회로(154)에서 임피던스 제어 신호<79>

(UPC, DNC)를 출력한다. 그리고 종결 회로(153)는 라이트 동작 시에 명령 디코더(117)로부터 라이트 신호(WR)를

인가받아 동작하고, 오프-칩 구동 회로(152)는 리드 동작 시에 명령 디코더(117)로부터 리드 신호(RD)를 인가받

아 동작한다.

도5 와 도6 을 참조로 하여  본 발명의 반도체 메모리 장치의 리플레시 동작과 추가 기능 동작을 설명하면 반도<80>

체 메모리 장치에 전원이 인가되면 명령 디코더(117)는 모드 레지스터(116)로 모드 설정 신호(MRS)를 인가한다.

모드 레지스터(116)는 모드 설정 신호(MRS)에 응답하여 외부로부터 인가되는 모드 설정 코드를 저장하여 반도체

메모리 장치의 각종 설정을 저장하게 된다. 또한 모드 레지스터(116)은 모드 설정 코드에 추가 기능 동작을 위

한 설정이 있으면 추가 기능 제어 신호(ctl)를 활성화 하여 추가 기능 제어부(130)로 출력하여 활성화한다. 그

리고 외부의 제어 장치로부터 오토 리플레시 동작에 대한 명령(COM)이 인가되면 명령 디코더(117)는 명령(COM)

을 분석하여 오토 리플레시 신호(ARF)를 어드레스 레지스터(111)와 리플레시 회로부(120)와 데이터 입출력부

(115) 및 추가 기능 제어부(130)로 출력한다. 어드레스 레지스터(111)는 오토 리플레시 신호(ARF)에 응답하여

외부에서 인가되는 어드레스(ADD)를 제어 코드(C_CODE)로서 추가 기능 제어부(130)로 출력한다. 리플레시 회로

부(120)는 오토 리플레시 신호(ARF)에 응답하여 메모리 셀 어레이(114)에서 리플레시해야 할 워드 라인에 대한

내부 로우 어드레스(IRA)를 생성하여 로우 디코더(112)로 출력한다. 로우 디코더(112)는 내부 로우 어드레스

(IRA)에 응답하여 메모리 셀 어레이(114)의 특정 행을 지정하여 리플레시 동작을 수행한다. 그리고 추가 기능

제어부(130)는 오토 리플레시 신호(ARF)가 인가되면 어드레스 레지스터(111)로부터 제어 코드(C_CODE)를 인가받

고, 인가된 제어 코드(C_CODE)가 추가 기능 동작을 지시하고 있는지 확인한다. 추가 기능 동작을 지시하는 제어

코드(C_CODE)는 사용자에 의하여 미리 지정되며 추가 기능 제어부(130)는 오토 리플레시 동작 시에 지정된 제어

코드(C_CODE)가 인가되면 추가 기능을 수행하기 위한 제어 신호(con)를 출력한다. 드라이버 회로(150)의 선택

회로(154)는 제어 신호(con)에 응답하여 고정 임피던스 코드 발생기(155)에서 인가되는 고정 임피던스 코드

(UPCF, DNCF)와 가변 임피던스 코드 발생기(156)에서 인가되는 가변 임피던스 코드(UPCV, DNCV) 중에서 하나를

선택하여 임피던스 코드(UPC, DNC)를 출력한다.

이후 반도체 메모리 장치가 라이트 동작 시에는 외부에서 인가되는 데이터(DQ)에 대해 종결 회로(153)의 임피던<81>

스가 임피던스 코드(UPC)에 응답하여 가변되어 입력 데이터(DQi)의 신호 충실도를 높인다. 그리고 리드 동작 시

에는 출력 데이터(DQo)에 대해 구동 제어 회로(151)가 임피던스 코드(UPC, DNC)에 응답하여 풀업 및 풀다운 제

어 신호들(PUi, PDi)을 오프-칩 구동 회로(152)로 인가하고, 오프-칩 구동 회로(152)는 풀업 및 풀다운 제어 신

호들(PUi, PDi)에 응답하여 임피던스를 가변되어 외부로 출력되는 데이터(DQ)의 신호 충실도를 높인다.

도4 내지 도5 의 실시예에서는 반도체 메모리 장치의 오토 리플레시 동작 시에 함께 수행할 수 있는 추가 기능<82>

으로서 반도체 메모리 장치의 온도를 출력하거나, 입출력 임피던스를 제어하는 드라이버 회로를 업데이트 하는

방법을 각각 도시하였다. 그러나 상기한 두 가지 추가 기능을 함께 구비하도록 하여 오토 리플레시 동작 시에

외부에서 인가되는 어드레스로서 선택적으로 동작하게 할 수도 있다. 그리고 상기한 추가 기능 이외에도 다양한

기능들이 이용될 수 있음은 자명하다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙련된 당업자는 하기의 특<83>

허 청구 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정

및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

    발명의 효과

따라서, 본 발명의 반도체 메모리 장치 및 이 장치의 리플레시 동작 시 추가 기능 수행 방법은 반도체 메모리<84>

장치에서 리플레시 동작 시에 이용되지 않는 부분들을 활용하여 다양한 추가 기능을 함께 동작 할 수 있도록 구

성하여 추가 기능을 위한 별도의 동작 시간을 요구하지 않으므로 반도체 메모리 장치의 효율성을 높인다.

도면의 간단한 설명

도1 은 종래의 반도체 메모리 장치의 일예를 나타내는 블록도이다.<1>
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도2 는 도1 의 리플레시 회로부를 상세하게 나타내는 블록도이다.<2>

도3 은 본 발명에 따른 리플레시 동작과 추가 기능을 동시에 수행하는 반도체 메모리 장치를 설명하기 위한 개<3>

념을 나타내는 순서도이다.

도4 는 본 발명에 따른 반도체 메모리 장치의 일예로 온도를 출력하는 반도체 메모리 장치를 나타내는 블록도이<4>

다.

도5 는 본 발명에 따른 반도체 메모리 장치의 다른 예로 데이터 임피던스를 제어하는 드라이버 회로를 구비한<5>

반도체 메모리 장치를 나타내는 블록도이다.

도6 은 도5 의 드라이버 회로를 상세하게 나타낸 블록도이다.<6>

도면

    도면1
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    도면2
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    도면3
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    도면4
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    도면5
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    도면6
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